Исследование управляемого резонатора на основе
 слоистой структуры ферромагнетик-сегнетоэлектрик.
 Александр Голиков.
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	Геометрия резонансной микрополосковой структуры на основе сегнетоэлектрического или ферритового слоя.
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Устройство ферритового резонатора, использующего МСВ.
	Зависимость магнитной индукции от магнитного поля в феррите.
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Тензор магнитной проницаемости.
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	Резонансный спектр пленки ЖИГ и его зависимость от магнитного поля


Слоистая структура ферромагнетик-сегнетоэлектрик.
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Поперечное сечение экспериментального ЖИГ/BST резонатора
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	Характеристики электрического управления прямоугольного резонатора ЖИГ/BST. Линии, отмеченные как 1, 2 ,3 соответствуют приложенным к BST напряжениям в 0, 400, 1000В.  
	


Связанные резонаторы.
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	Схема феррит-сегнетоэлектрического резонатора, составленного из эпитаксиальной пленки железо иттриевого граната, BST керамики и электродов из Cu и Cr.
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	Зависимости резонансных частот ферромагнитного и сегнетоэлектрического резонансов от магнитного поля.
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Зависимость передаточной характеристики от частоты.
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Зависимость частоты резонанса от прикладываемых полей
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	Зависимость частотного сдвига от волнового числа.
(fy – ширина управляемого частотного диапазона


Время переключения.
	
[image: image13.png]UmMnynbcHeIM
FeHepaTop

MNYTIC BEICOKOTO
Honpaonm PesoHatop

CBY
FeHepaTop
Unpkynatop
-

AetexTop

Ocuyunnorpad





	Схема измерения времени перестройки резонатора.
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	Осциллограмма отраженных сигналов
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	Частотная зависимость емкости и тангенса угла диэлектрических потерь сегнетоэлектрического конденсатора с электродами из тонкого слоя хрома.
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